Ampllflcateurs d’antenne
a trés Iarge bande

Fig. I-1

Les amplificateurs d'antenne sont
ainsi nommés parce qu'ils amplifient
les signaux HF fournis par une antenne
et, & leur tour, fournissent & lentrée
d'un récepteur, leurs signaux de sortie.

Plusieurs probiémes importants se
posent dans cette amélioration de
linstalfation de réception des signaux.

On voit immédiatement que I'on
aura a considérer les avantages et les
inconvénients  éventuels de I'emploi
des amplificateurs, Ensuite, on devra
trouver leur meilleur emplacement.

L'appareil doit &tre alimenté en
continu & partir d'une source proche ou
distante.

Dans le présent article, nous décri-
rons une série compléte d'amplifica-
teurs, 4 trés large bande, certains cou-
vrant la bande de 40 3 860 MHz, ce
qui englobe ia TV et la FM ainsi que
certaines émissions OC sortant de ces
cateégories.

On a préconisé, dans certains des
schémas proposés, des transistors
PNP qui se montrent, dans des cas
particuliers, meilleurs ou plus écono-
miques, ou les deux, que des NPN,

Les amplificateurs proposés, de
conception SGS-ATES conviennent
pour des installations de diversas puis-
sances, individuelles ou collectives.

| - Préamplificateur
40 a 860 MHz

a deux transistors
BFT 95

Caractéristiques
générales

Le schéma de ce préampiificateur
est donné 4 la figure I-1. On y trouve
deux étages & transistors PNP,
BFT 95. Ce montage se caractérise par
un faible souffle (bruit), une bande tras
large et une alimentation « négative »
de - 16 V, le + é&tant & la masse.

Pour améliorer les résultats cobtenus,
en bande |V et Vde la TV, cest-a-dire
en UHF, on devra prendre des précau-
tions dans le montage des transistors
BFT 95. A cet effet, il a5t conseiilé de
monter les deux transistors et fes deux
résistances d'émetteur Ry de 33 0
connectés en paraltéle sur la face cui-
vre de la platine imprimée, tandis que
tous les autres composants seront
mantés, comme d'habitude sur la face
opposee de la platine.

A noter que les deux résistances Ry
de 33 52 d'émetteur, constituent une
résistance résuftante de 33/2
= 165 $2. Elles doivent &tre disposées
& angle droit,
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I faut réduire la self-induction entre
les fils d'émetteurs et la masse. En
effet, un millimétre de connexion de
0.3 mm de diamétre, correspond &
1 nanohenry, ce qui produit un affai-
biissement de 1 dB A& 1 GH:z
{1 000 MH2).

Les condensateurs Cs et Cs doivent
étre des modéles trapézoidaux.

Etant donné que le niveau de la ten-
sion de sortie de cet appareil est supé-
rieur & 100 mV {pour - 80 dB d'inter-
modulation), il est tout indiqué de |'uti-
liser comme amplificateur simple dans

les ensembles de distribution de’

signaux TV, de petite importance par
exemple, alimentant en signaux HF 4
a B récepteurs de télévision ou FM s'il
y a liey, )

Le schéma

L'examen de la figure I-1 permet de
voif que les deux étages sont de
conception presque identique.

Relevans les particularités suivan-
tes:

1} Séparation de la ligne — 16 V par
bobine Ls de 2 4H et découplage par
Cs et C7 de 1,5 nF.

2) Charges de collecteur différen-
tes: Ry =1kf2 et Ry =660 . De
méme R, et Rg sont différentes.

3) Liaisons par capacités Ci, Cq, Ca
isolant en continu l'appareil des dispo-
sitifs extérieurs.

4) Contre-réaction corrigée pour
améliorer la linéarité entre collecteurs
et bases des transistors.

A ce sujet, indiguons que Ly se réa-
lise avec du fil de 0,5 mm de diamétre,
sur un cylindre fictif de 3,5 mm de dia-
métre. |l faut 8 spires pour Ly et 6 pour
Lz. En raison du diamétre du fil, ces
bobines restent rigides sans support.

5} Les entrées et les sorties sont de
75 £2 ce qui permettra fadaptation de
l'apparei! aussi bien du cété antenne
que de celui du céble coaxial ou de
Vappareil récepteur ou du répartiteur 4
4 a B voies.

6) Capacité de découplage et de
correction dans les circuits d'émetteur
Cs =Cy =68 pF, améliorant ie gain
aux fréquences élevées pour lesquelles
il a moins de contre-réaction de cou-
rant,

Cet appareil consomme 24 mA sous
=16 V. )i peut @tre utilisé & plusieurs
exemplaires dans une instaliation col-
lective,

La construction

Celie-ci doit 8tre trés soignée dans le
style professionnel « ondes trés couf-
tas »,

A la figure I-2, on donne des détails
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complets sur le mode de construction -

de ce préamplificateur.

L'échelle des deux dessing étant
1/1, i sera facile de faire exécuter la
platine imprimée et de placer sur la
face opposée A la face cuivre, les com-
posants, exactement comme indiqué
en{Al. A noter que le dessin (A repré-
sente la face de montage des compo-
sants tandis que les connexions
«imprimées » sont vues par transpa-
rence.

En (B} de la méme figure, on a repré-
senté i'appareil vu de profil. Les deux
fiches d'entrée et de sortie sont de
75 2 comme précisé plus haut,

Il - Amplificateur de
puissance moyenne
40 a 860 MViHz

Caractéristiques générales

Ada figure 11-1, on donne le schéma

de cet amplificateur plus puissant que’

le précédent, pouvant alimenter en
signaux HF jusqu'd 20 récepteurs.

En examinant le schéma, on consta-
tera que I'on a utilisé trois transistors :
un BFT 95 et deux BFT 96. Leur mon-
tage est analogue & celui des transis-
tors de l'amplificateur décrit précé-
demment.

A noter 'alimentation en continu de
-24 V(avec le + & la masss), consom-
mant 90 mA, donc beaucoup plus que
dans le petit préamplificateur décrit en
premier, :

On a utilisé le PNP, BFT 96 aussi
bien dans i'étage de commande (dri-
ver}, que dans celui de puissance, final.

Ce dernier fournit 0,5 V en VHF et
0,35 V jusqu'a 860 MHz. En raison du
faible souffie produit, I'appareil peut
étre disposé immédiatement aprés
antenne, aucun préamplificateur
n'étant nécessaire. Le gain de 27 dB
est meilleur que dans certains systé-
mes de TV collectiva.

Il est obligatoire de prévoir de petits
radiateurs pour les deux transistors
BFT96 selon les indications de leur
fabricant. On remarquera les résistan-
ces en paralléle de 33 $2(s0it 33/ 2 par
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émetteurt, feur montage & angle droit,
I'emploi de capacités trapézoidales(Ca,
Cs. Ci4) et les écrans entre étages,
assurant la stabilité.

Ca et C4 sont sélectionnés pour le
minimum de TOS. Le gain aux fré-
guences les plus élevées est amélioré
gréce & C4, Co et Ci4. On se souviendra
que le minimum de TOS correspond au
minimum de pertes de puissance dans
les cbles de transmission.

Le schéma

Voici les indications sur les compo-
sants adoptés,

L1 = L2 = 5 gpires de fil de 0,5 mm
sur tube de 4 5 mm de diamétre,

La = Ls = bobine d'arrét de 2 uH.

L4 = 6 spires, comme L1 et L.

La construction

A la figure 11-2, on donne les plans
grandeur nature de Fappareil vu de la

face supérieure (en (A) et de profil (en
(B

On ne manquera pas de noter la pré-
sence des séparations des étages par
des écrans visibles en (A) et (8},

Il - Préamplificateur
40 et 860 MHz
Grand gain en bande V

Caractéristiques générales

En examinant le schéma de la
figure lI-1, on remarquera aisément
les particularités suivantes:

1} Les trois transistors sont des

"NPN.

2) L'alimentation de 12 V est « posi-
tive » {le - & 1a masse).

3} Bobines L1, L2, La dans les circuits
de collecteurs.

4} Consommation modérée : 28 mA.

Cet appareil est apte & alimenter 8 3
10 récepteurs. H se situe, par consé-
quent, entre les deux précédents,

Le choix des composants et de la
tension d'alimentation est le résultat

'd’'un compromis entre les caractéristi- -

ques de souffle et le prix de revient.

Le BFR90O A, monté en premier
étage et en dernier, est & faible souffls.
Le transistor BFW 92 est économique.

On obtient un gain de 30 dB dans la
bande V. De ce fait, ce gain avanta-
geux peut compenser les pertes de
puissance, & cette bande, dues aux
cbles de transmission.

Avec cet amplificateur, la tension de
sortie est de 150 mV environ.

Tous les composants sont montés
sur la face opposée & celle des
connexions imprimées. L'appareil peut
étre monté dans un boftier métallique,

Gréce aux bobines de compensation
Li, Lz, La il se produit entre 500 et
1 000 MHz,. une transformation
d'impédance qui améliore le niveau du
gain, entre ces fréquences.

Le schéma

Montage analogue aux précédents
sauf les bobines de correction :

Li=Ly=Li=2spiresfilde 0,5 mm,
diamétre de la bobine 3,5 mm.

Ls = bobine d'arrét de 2 nH.

La construction

On en donne des détails a la
figure llI-2, '
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En A, la disposition des composants
et le plan de la face imprimée, vue par
transparence.,

En B, le coffret vue de profil. Les
fiches sont disposées en prolonge-
ment de la platine.

v - Amplificateur
pour la Bande V
transistors PNP

Caractéristiques générales

La particularité du montage de la
f:gure IV-1 qui se remarque en pre-
mier lieu est la présence de deux filtres
passe-haut, disposés a I'entrée et a la
sortie.de I'appareil. Chacun est du type
en 7, et comporte deux condensateurs
et une bobine.

D'autre part, Famplificateur propre-
ment dit utilise deux transistors PNP
du méme type, BFT 95 et un transistor
PNP final de Puissance, BFT 96,

»
AGE 84 - ELECTRONIGUE APPLICATIONS N¢ 7

Autre particularité, 'alimentation est
« positive » donc avec le négatif & la
masse. La tension d'alimentation étant
de 12 V, la consommation de courant
est toutefois de 60 mA afin d obtenir
a la sortie une puissance suffisante.

Les lisisons se font entre le collec-
teur d'un transistor et la base du sui-

vant.

Cet amplificateur, gréce & sa bande
moins large {600 & 900 MHz envi-
ron), produira un souffle réduit, moins
de 3,5 dB a 800 MHz, grice aussi &
'emploi du transistor BFT95 &
lentrée, étudié A cet effet,

La puissance élevée de sortie est
obtenue en montant le transistor final

BFT 98 sur radiateurs, A noter que le .

collecteur se trouve en continu, au
potentiel de la masse.

On a une bonne stabifité en raison de
la bande réduite.

Le gain varie entre 28 et 30 dB. Le
niveau de tension de sortie atteint

—______

300 mV. On verra plus loin quelle est
la forme inhabituelle des « bobines » L
z} Ly étabiies pour les UHF.

Le schéma

En analysant le schéma de Ia
figure IV-1, on remarquera que les
deux terminaisons sont de 75 {2 ce qui
oblige & donner aux éléments des fil-
tres les valeurs correspondant a cette
impédance.,

Le schéma est celui d'un amplifica-
teur HF & circuits accordés fortement
amortis permettant d'obtenir la bande.
passante désirée, avec I'appoint des fil-
tres passe-haut, pour e bas de |a
bande.

Ainsi, pour le premier élément de
ligison, C2 = 1 & 2 pF et Ry qui amortit
L1 vaut 8,2 k2. A 600 MHz, la réac-
tance de Cz de 3,3 pF est:

012 h
T 27.600.10%.33 o"ms,
ce qui donne X, = 80 2.
valeur négligeable devant Rs de
8.2 k2

Les circuits d'émetteurs sont décou-
plés d'une maniére suffisante par les
condensateurs de 220 pF. A noter
aussi les découplages de la figne posi-
tive, + 12V, de l'alimentation par Ca,
Ls et Cy1. A la sortie il v 3 trois bobines
dont Lg reliée au + 12 V.

Xe

Construction

Comme dans les montages précé-
dents, nous donnons 3 la figure IV-2
I'aspect de I'appareil vu de face{en A)
avec ses deux terminaisons d'entrée et
de sortie et la disposition des compo-
sants sur la face supérieure de la pla-
tine imprimée, les connexions impri-
mées étant vues par transparence.

A remarquer les « bobines » Lo, Ly,
Lz, Ls et Ls qui se composent de sim-
ples fils rectilignes de 14 mm de lon-
gueur et de 0,7mm de diamétre,
connectés comme indiqué sur le plan
(B), figure IV-2.

Dautre part, Ls est une bobine
d'arrét de 2 H et Ls est une bobine de
10 spires fil de 0,5 mm de diamétre, la
bobine ayant un diamétre de 3,5 mm,
la résistance Rg sera de 0,5 W auy
moins, étant parcourue par le courant
de collecteur du BFT 96. -

V - Préamplificateur
hybride bandes 1V et V

It s'agit d’un appareil destiné unigue-
ment aux UHF. il utilise un circuit
SH 120 A qui est 3 lui seul un préam-
plificateur complet ne nécessitant que
les connexions d'entrée, de sortie ot
d alimentation.

Le schéma du préamplificateur est
donné & la figure V-1. Le SH 120 A
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